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Maska rentgenvlitograficzna

Przedmiotem wynalazku jest maska rentgenolitografi-
cna, stosowana zwiaszcza do powielania wzoréw w
technologii ukiadow elektronicznych o najwyzsze) skali
integracji i ukladéw pamieci z cylindrycznymi domenami
magnetycznymi.

‘Znane maski rentgenolitograficzne zbudowane s3 z
elementu usztywniajacego. do ktdrego jest przymoco-
wuana blona nosna, a na blonie jest umieszczony wzor
maski. Blon¢ no$na stanowi pfytka krzemowa. o gru-
bosci od 3ym do okolo 6um, albo folia syntetyczna.
Wzor maski jest wykonany z materialu o dobrej przy-
czepnosci do materialu blony nosnej oraz z warstwy silnie
absorbujgcej promieniowanie rentgenowskie, wykonanej
najczesciej ze zlota.

Maski rentgenolitograficzne, wyposazone w krze-
mowe blony nosne, s3 nicprzezroczyste dla swiatla
widzialnego, co utrudnia proces centrowania masek
metodami optycznymi. Ponadto krzem jest materialem
kruchym. wymagajacym stosowania unikalnej aparatury
technologicznej, w celu wytworzenia blony no$nej maski.
Stosowanie blon nosnych z folii syntetycznych wiaze si¢z
trudnosciami zapewnienia zadanej plaskosci i sztywnosci
blony. Poza tym, folie syntetyczne charakteryzujy si¢
niestabilnoscia wiasnodci mechanicznych w czasie.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu blony nosnej
w postaci plytki z miki, korzystnie o grubosci ponizej
10um. W przypadku masek dla celéw ekspozycji jedno-
poziomowej, stosowanie elementu usztywniajgcego nie
Jjest konieczne.
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Maska rentgenolitograficzna, wyposazona w bilone
nosng z miki, jest przezroczysta dla swiatla widzalnego.
a jednoczesnie charakteryzuje si¢ malym tlumieniem
mickkiego promieniowania rentgenowskiego oraz duzs
stabilnoscig powierzchniowg wzoru maski. Blona z miki
umodiwia uzyskanie przepuszczalnoséci uZytecznego
promieniowania rentgenowskiego powyaej 40%.

Przedmiot wynalazku jest objaniony w przvkhadze
wykonania na rysunku. kt6ry przedstawia maske¢ rentge-
nolitograficzng dla celéow ekspozycji wielopoziomowe;j.
w przekroju poprzecznym.

Maska wediug wynalazku skiada si¢ z usztywniajacego
pierscienia 1, do ktérego jest przymocowana okragh
plytka 2 0 gruboici Sum, wykonana z miki. Na mikowej
plytce 2 jest umieszczony wzér 3 maski, ktérego doing
czg$¢ stanowi warstwa z materialu o dobrej przyczep-
nosci domiki, o grubosci 10pm®.a gbrng cz¢$é — warstwa
z materiatu absorbujacego promieniowanie rentgenow-
skie o grubosci 0,5 me

Zastrzeztenia patentowe

1. Maska rentgenolitograficzna. skiadajaca sigz blony
nosnej, na ktorej jest umieszczony wz6r maski i ewentual-
nic wyposazona w element usztywniajacy. do ktorego jest
przymocowana blona nosna, zmamiesma tym. Zze blong
nosng stanowi plyta z miki.

2. Maska wedlug zastrz. |, zaamienna tym, zc ptvtka z
miki ma gruboé¢ poniZej 10um. - K
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